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S8i-npn-Darlingtontransistor fiir elektronische Ziindsysteme

" MaBe in mm und AnschluBbelegung
Masse ca. 22 g
Kollektor am Gehiduse
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| Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich -~ '’
_Kulle%tur-ﬂaaia43pannuug Usgo 450 v
1. =
E
Enllagtnr-Emitter4apannung Uggo o0-° 400 v Ny OV
I, =
B
Eollektorstrom Iﬂ 10 A
Kollektorspitzenstrom IGM 15 A
Gesamtverlustleistung Peot 120 W
;'UEE 25° ¢
:=parranhinhttamparatur 1?3 1?5°G

“Betriebstemperatur




Kennwerte, 'bu:l."-g = 25% in Max
EKollektor-Emitter~Reststrom Iowx 1,0 mh

Upg = -2V 4 UGE = 450V

Eollektor-Emitter-Sdttigungs—-
Spancung Uorsat 1,8 V
Ic = ?L' IH‘ = 0'.1%

Basis-Emitter-S&ttigungs-

spannung U
Ic = ?L' B = 0,14&. BEsat 2:5 VY
Kollektor-Emitter-Durchbruchs=-
apa.nno 3 U(BH)GEG 400 v
—_—
DurchlaBspannung der Freilauf-
diode Uy 3,0
Iy =7
Bestellbezeichnung: Transistor 8U 111
Anderungen vorbehalten |
elektronik
A= export-import
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